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 GaAsBi は、長波長用の発光材料として注目されており、禁制帯幅の温度依存性が小さい

ため，波長が温度に依存しない半導体レーザの開発が期待されている。前回、(100)基板上

及び(411)A 基板上に MBE成長した GaAsBi/GaAs ( 11.8 nm/11.8 nm )x11 量子井戸 の偏光

PLスペクトル（Fig.1、2）を示し、偏光スペクトルに大きな違いがあることを報告した。今

回、(100) 、(411）A試料と同時に成長した(411)B試料の偏光 PLスペクトルを紹介し、比

較を行う。 

 

 

(411)B試料の偏光 PL 測定結果を Fig.3に示す。ピーク発光波長はどちらの偏光スペクト

ルにおいても 1050 nmに観測され、(411)A試料で見られたピーク波長が異なることはなか

った。偏光度𝑃 = (𝐼// − 𝐼⊥)/(𝐼// + 𝐼⊥)は波長 1050 

nmにおいて、(100)試料は約 19%、(411)A試

料は約 23%、(411)B試料は約 18%であった。

(411)B 面は(100)面と同様に 980 nm から

1150 nmの範囲で偏光度はほぼ一定である。

これに対して、(411)A 試料は、1050 nm か

ら 1250 nmで (100), (411)B試料より大き

な偏光度を示している。(411)B 試料の光学的

特性は、(100)試料に近いことがわかる。 
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